TRANZYSTOR
BSWP30

Tranzystor krzemowy polowy MOS epiplanarny z kana-
" lem typu p wzbogacanym, z izolowang bramks.

Jest przeznaczony do stosowania w ukladach przelgcza-
jacych matej mocy oraz w ukladach o duzej impedancji
wejsciowej.
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Tranzystor w obudowie TO72(CE25)

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Napiecie uj$cie-Zrédlo

—Ups 25 v
Napiecie bramka- '

-zrédlo Ugs +20 v
Prad ujscia Ip 500 mA
Moc strat P 250 mw
Temperatura kanatu ten 423 K

(150 °C)

28-74/2

SWW 1156-21

Zakres temperatury

otoczenia tamo 233...373 K

(—40..+100 °C)

Parameiry statyczne

przy tams = 298K

(25°C) min, maks.
Prad uptywu bramki

przy Uas =20 V,

Ups=10 Igss — 100 pA
Napiecie progowe

bramki

przy Ip = —10 pA,

Upg =0 ~Ugs(ro)4 14 Vv
Prad uptywu ujécia

przy UDS =—15 Vy

Ugs=0 . Ipss — 5 nA

przy Ups=—15V,

Ugs =0, tamp = 313K

(100°C) Ipss - 2 pA
Parametry dynamiczne

przy tamp = 298K

(25°C) min. raks.
Konduktancja

przejéciowa

przy Ip = 5 mA,

Upc =10 Om 1 — mS
Rezystancja kanatu

przy Ip = 1 mA,

ch =20V Tpston) — 700 Q

przy Ups =—15V Tpseogsy 300 —  MQ
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NAUKOWO-PRODUKCYJINE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW ‘

Zaklad Doswiadczalny Pélprzewodnikow przy ITE
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa
telefon: 431431 do 39, teleks: 813219

22 Elementy pétprzewodnikowe




